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【はじめに】電子線ホログラフィーは，試料内外の電場や磁場を定量的に計測できる透過電子顕

微鏡（TEM）法の一つであり，半導体ドーパント分布の観察や磁性体の磁束観察などに応用され

ている[1,2]。この手法では，電場や磁場による電子波の位相変化を，一旦，電子の干渉縞（ホロ

グラム）に縞の曲がりとして記録し，そのホログラムを，コンピュータを用いて画像再生するこ

とにより二次元分布像を得る。本研究では，電子線ホログラフィー用いて，有機 EL 素子内部に

形成される局所的な二次元電位分布を，定量的に観察することに成功したので報告する。 

【実験方法】観察試料として， Si基板上に 5層の積層膜（Si. Sub/CuPc/α-NPD/Rubrene/Alq3/LiF/Ag）

を成膜した。集束イオン電子ビーム加工観察装置を用いて，ホログラフィー観察のための TEM 試

料（膜厚：450 nm）を作製した。薄片化後の試料は，雰囲気遮断機構を有する特殊 TEMホルダー

を用いることにより，大気との接触を防いだ。位相計測には，高感度・高空間分解能計測を特長

とする位相シフト再生法を用い，素子内部に形成された二次元電位分布像を得た。 

【結果】図 1 に（a）TEM 像，（b）ホログラム，（c）電位分布像を，構造模式図と並べて示す。

TEM 像からは，CuPc 層の位置に若干のコントラストがみられるが，その他の層に対応する像コ

ントラストは確認できない。（b）は TEM像に対応するホログラムである。積層膜内部の電場に起

因する干渉縞の曲がりが確認できる。（c）は 32枚のホログラムを位相再生することにより得た電

位分布像である。積層膜内部に TEM像ではみられないコントラストが明瞭に観察されている。電

子線ホログラフィーで検出されるのは，素子内部に生じる built-in電位と材料そのものが持つ平均

内部電位の和である。材料の内部

電位は各蒸着膜内部で一定であ

るから，位相変化は素子内部に生

じる built-in 電位の変化とみなす

ことができる。電位分布像から, 

Alq3層とRubrene層の界面付近に

局所的に電位が低下している領

域があることが分かった。報告で

は，解析結果の詳細と定量評価に

ついて報告する。 
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